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グラフェンを応用する電子デバイスの性能は, グラフェンと金属との接合の特性に大きく依存

し, 低い接合抵抗が高性能のグラフェンデバイスの実現に不可欠である[1,2]. これまでは, 主にサ

イド接合構造のグラフェンデバイスが多く報告されているが, 接合抵抗が低いエンド（エッジ）接

合構造の研究成果も多く報告され, また, 様々な金属材料が使用されている[2-7]. しかし, デバイ

ス作製においては,環境の影響も大きく, 同じ金属に対する接合抵抗値のバラツキがあり, 接合形

成技術は確立されていない. 大きな要因の一つとして, デバイス基板への転写やデバイス作製プ

ロセスにおけるレジスト残渣・汚染などが挙げられるため, レジストフリー工程が求められる. 

Ni/C 二層膜の高速真空加熱法は[8-10], デバイス基板への転写が不要なグラフェン作製技術とし

て注目されているが, グラフェンや電極部のパターニングがリソグラフィ法でおこなうため, や

はりレジスト残渣の課題が残っている. 我々は, 予めパターニングした Ni/C 膜を真空加熱する方

法を用いてグラフェン成長とグラフェンと電極間の接合を同時におこなうデバイス作製を検討し

た[片岡応物]. しかし, 電極部より小さくしたチャネル部の選択的グラフェンの成長の実現が困難

であった. そこで本研究は,この方法を改善する目的として, 電極部とチャネル部のNiの厚さに差

を設けた構造と, チャネル部の Niのエレクトロマイグレーション法による破断を試みた. 

Fig. 1 は, 真空加熱した Ni(50nm)/C(4nm) からなるデバイスの SEM 像を示す. エレクトロマイ

グレーションをおこなう前は, 真空度 1×10^-3Pa以下, 昇温

時間 2 分, 加熱温度 850℃, 加熱時間 3 分の条件で真空加熱

したが, チャネル部の Ni の破断が確認できなかった. しか

し, エレクトロマイグレーションをおこなった後はチャネル

部が破断することが分かった（Fig. 1(a)の SEM像を参照）. チ

ャネル部をラマン分光の測定をおこなった結果, Fig. 1(b)に示

すようにグラフェンが形成されることが分かった. 多層グラ

フェンが形成されたため電気特性はゲート応答を示さない

ことも分かった. ゲート応答のトランジスタ特性を得るため

に今後は Niと Cの膜厚の最適化が必要であると考えている.  
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Fig. 1 (a) SEM image of a 
graphene device after 
eletromigration (b) Raman 
spectrum obtained on the 
graphene channel 
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